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DESCRIPCION
Método y sistema de comunicacidon de campo cercano

Campo técnico

La presente invencion esta relacionada con un campo de comunicacion, particularmente esta relacionada con un método
y sistema de comunicacién de campo cercano.
Tecnologia de base

Con la popularidad de los terminales moviles, hay una demanda urgente para la aplicacion del pago mediante terminal
movil cobrado con el uso de terminales moviles, y hay actualmente muchas soluciones de implementacion para la
aplicacién del pago mediante terminal movil, que tienen sus correspondientes desventajas. Actualmente, aparecen
métodos para realizar la comunicacion de campo cercano del terminal mévil mediante la adicion de caracteristicas de RF
en una tarjeta de médulo de identificacion de suscriptor (SIM) de los terminales mdviles (conocida como tarjeta SIM) o la
adiciéon de modulos de comunicaciéon de campo cercano en la placa madre del terminal mévil. La aparicién de dicho
método hace que el terminal mévil se convierta en terminales superinteligentes que pueden facilitar el cobro, el consumo,
la transaccion y la autenticacion de la identidad, que cubre en alto grado la demanda urgente del mercado.

La solucién de la comunicacion de campo cercano para el terminal movil basado en una tarjeta SIM de RF tiene un
amplio interés debido a las ventajas de simplicidad y a que no hay ninguna necesidad de transformar los terminales
moviles. En la solucion, la tarjeta SIM de RF adopta la tecnologia de ultra alta frecuencia (UHF). Debido a que la tarjeta
SIM de RF, que usa UHF, en particular usa la frecuencia comun ISM (es decir, frecuencia industrial, cientifica y médica)
de 2,4 GHz, tiene una frecuencia de trabajo alta y adopta una antena muy pequefia, puede transmitirse una sefial
suficientemente fuerte cuando se coloca una antena pequefia en la tarjeta SIM. Y las sefales de RF pueden transmitirse
desde los terminales moviles, incluso si la tarjeta SIM de RF se embebe en el terminal mdvil. Un chip transceptor de
radiofrecuencia (RF) preponderante en el campo que se esta aplicando a un lector de tarjetas permite que la mayoria de
sefales de RF de los terminales moviles sean recibidas facilmente sin que se amplifiquen mas, por lo tanto haciendo que
los terminales modviles tengan caracteristicas de comunicacion de campo cercano sin tener que hacer ninguna
transformacion estructural a los terminales moviles existentes. Sin embargo, diversos teléfonos méviles, debido a las
diferencias en las estructuras internas de estos, tienen una variacién muy grande en su eficacia de transmision de sefal
de RF. La tarjeta SIM de RF de los terminales mdviles que son fuertes en la transmision tiene un rango de comunicacion
de RF de varios metros. La tarjeta SIM de RF de los terminales moéviles que son débiles en la transmision también puede
tener un rango de comunicacion de RF de unos pocos centimetros. Para evitar una gran variacién en la atenuacion de la
sefal de RF para diversos terminales moviles, los terminales méviles deben ser calibrados, es decir, los parametros de
atenuacion de los terminales moviles se deben registrar en la tarjeta antes de utilizarlos. Un problema principal de la SIM
de RF radica en que necesita ser calibrado.

Otra tecnologia de comunicacién de campo cercano (NFC) para el pago por méviles se deriva de una tecnologia de
tarjeta sin contacto basada en la norma ISO14443. Los principios fundamentales de ambas tecnologias se basan en la
transmisiéon de sefiales y energia mediante el uso de un campo magnético de 13,56 MHz. El principal problema de la
tecnologia de NFC es el siguiente:

1. Se requiere transformar los terminales moviles para alcanzar de manera fiable una comunicacion de datos
bidireccional, y una bobina de campo de NFC no puede ser integrada en una tarjeta utilizada en el terminal movil,
por ejemplo una tarjeta SIM o una tarjeta SD (tarjeta de memoria digital segura)/TF (TransFlash).

2. A una frecuencia de 13,56, las sefiales y la energia se transmiten entre el lector de tarjetas y la tarjeta usando
un modo de acoplamiento de bobina de inductancia; por otra parte, la energia y las sefiales de amplitud modulada
de 13,56 MHz se transmiten al mismo tiempo en el sentido del lector de tarjetas hacia la tarjeta, con una demanda
alta para el area de la tarjeta para la recepcion de la bobina; en el sentido de la tarjeta hacia el lector de tarjetas, la
tarjeta transmite sefales al lector de tarjetas mediante un modo de modulacién de carga para las bobinas de la
tarjeta en condicion de cortocircuito y de circuito abierto, en vez de hacerlo por el modo de intensidad de campo
transmitida directamente por energia externa. En el caso de las sefiales de modulacion de carga a mayor
coeficiente de acoplamiento entre una bobina de tarjeta y una bobina de lector de tarjetas, el lector de tarjetas
codifica mas facilmente la sefal transmitida de la tarjeta. EIl modo ademas mejora la demanda para el tamafio y el
area de la antena de la tarjeta. Por otra parte, debido a la frecuencia inferior de 13,56 MHz, el tamafio de la bobina
de acoplamiento es relativamente grande. En vista de los factores anteriores, la NFC requiere que la bobina de la
antena en el terminal moévil sea suficientemente grande, lo que resulta en que ese tamafo de bobina de antena no
puede colocarse en una tarjeta de uso en el terminal mévil, por ejemplo la tarjeta SIM o tarjeta SD/TF. Ademas, el
objeto metalico u otro objeto conductor en el terminal mévil también perturba fuertemente el efecto de recepcion y el
efecto de modulacién de carga de la antena. Para lograr un mejor efecto de comunicaciéon de campo cercano, un
teléfono mévil debe sufrir una transformacion estructural para adaptarse a los requisitos particulares, de modo que
la antena alcance el mejor efecto. La transformacién puede hacerse por ejemplo colocando varias vueltas de antena
a la cubierta posterior de una bateria del terminal maévil, o introduciendo la antena de una placa madre del terminal
movil a la superficie posterior de la bateria mediante una placa de circuito impreso flexible para permitir que el area
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de la antena concuerde con la de una bateria habitual. Ademas, la cubierta posterior del teléfono mévil no se puede
hacer de un material no metalico.

3. La NFC que tiene una frecuencia de 13,56 MHz debe ser calibrada para el control de distancia. Aunque haya
una clase de antena de NFC que se puede utilizar con cualquier terminal movil, debido al uso de la frecuencia de
13,56 MHz, la sefial en la frecuencia producira un efecto intenso de corriente de Foucault sobre el paso de un objeto
metalico y otro objeto conductor, y la intensidad de sefial variara con la estructura del terminal mévil, de modo que la
intensidad del campo generara una fluctuacion significativa en la antena del receptor de la tarjeta de NFC, dando
por resultado que no puede lograrse el control de distancia sin calibracion.

La figura 1 es una curva de voltaje-distancia detectada segun la condicion de que la misma maquina 14443 POS
mantenga una portadora constante de 13,56 MHz de frecuencia cuando el circuito del receptor de la bobina esté
colocado en varios terminales méviles, en los cuales el valor de la intensidad de sefal es el valor obtenido después de
que el voltaje de induccion de la antena del receptor se amplifique lo que sea necesario. Ya que el factor de amplificacion
se mantiene constante, solamente se debe prestar atenciéon a la variacion relativa del valor de la intensidad con la
distancia. Puede verse que la diferencia de intensidad de campo recibida por diversos terminales es mayor de 30 dB, la
variacién de intensidad de campo a una distancia entre 1 cm y 10 cm para el mismo terminal es de alrededor de 25 dB, y
la variacién de intensidad de campo que resulta de la diferencia de los teléfonos méviles va mas alla de la variacién de la
intensidad de campo a una distancia de entre 1 cm y 10 cm para los mismos terminales. Por lo tanto, el mismo umbral no
se puede utilizar para diversos terminales para realizar el control de distancia, es decir, es imposible alcanzar el control
de distancia sin calibracion.

La W02008009830A2, la CN201134107Y, y la CN1643806A son ejemplos representativos del estado de la técnica.

Sumario de la invencion

La presente invencién proporciona métodos de comunicacion de campo cercano de acuerdo con las reivindicaciones que
siguen.

El problema técnico que va a resolver la invencion es proporcionar un método de comunicacion de campo cercano y un
sistema de comunicacion de campo cercano, de modo que los diversos terminales moviles que tengan una funcion de
comunicacion de campo cercano puedan realizar transacciones por paso de dispositivo, por ejemplo un pago electrénico,
sin calibracion.

Para solucionar el problema técnico, la invencién propone un método de comunicacién de campo cercano para un
sistema de comunicacion de campo cercano que comprende por lo menos un lector de tarjetas y por lo menos un
dispositivo movil de RF, el método comprende los siguientes pasos:
paso a, el lector de tarjetas transmite sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia segin parametros de
transmision predeterminados, en el que las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia llevan informacién de
identificacion del lector de tarjetas, en el que los parametros de transmisién comprenden frecuencias para las sefiales
magnéticas alternantes de baja frecuencia que son iguales o menores que la frecuencia de trabajo mas alta fO del
sistema, a la cual el sistema no necesita calibrarse;

paso b, el dispositivo movil de RF recibe y detecta las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia en todos los
puntos de distancia y las amplifica a sefiales de voltaje con amplitudes constantes y correspondientes a las
distancias, y asi determina si el terminal equipado con el dispositivo mévil de RF ingresa un rango de distancia eficaz
predeterminado usando un umbral del voltaje Vt predeterminado, en el que el umbral de voltaje Vt es el mismo para
todos los terminales equipados con el dispositivo mévil de RF;

paso c, si las sefales de voltaje correspondientes a las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia recibidas
son iguales o mayores que el umbral de voltaje Vt predeterminado, el terminal equipado del dispositivo moévil de RF
ingresa un rango eficaz predeterminado para pasar la tarjeta, entonces el dispositivo mévil de RF adquiere la
informacion de identificacion del lector de tarjetas de las sefiales magnéticas de baja frecuencia recibidas, y la
transmite junto con la informaciéon de identificacion propia al lector de tarjetas por el canal de RF;

paso d, el lector de tarjetas recibe una informacién transmitida por el canal de RF mediante el dispositivo moévil de RF,
compara si la informacion de identificacion del lector de tarjetas en la informacién anterior es coherente con la
informacién de identificacion propia; si es asi, la informacion de identificacion propia se combina con la informacién de
identificacion del dispositivo movil de RF para actuar como una direccion combinada, por tanto, realizandose la
transaccién por paso de tarjeta con el dispositivo mévil de RF a través del canal de RF.

Ademas, el método anterior puede tener la siguiente caracteristica, en dicho paso a, la frecuencia mas alta fO para la
operacion del sistema sin calibracion puede determinarse por medio de los pasos siguientes:

paso a1, la determinacion de los valores objetivo del control de distancia (Din, Dv) para el sistema, en el que Din
indica que todos los terminales equipados con el dispositivo moévil de RF pueden pasar la transaccion con seguridad
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en el rango de 0 ~ Din, Dv indica un rango de fluctuacion de distancia, de manera que la tarjeta puede pasarse en el
rango de Din ~ (Din + Dv), y no es posible que pase mas alla del rango Din + Dy;

paso a2, la determinacion de un rango de fluctuacidon dr del voltaje de deteccion para el dispositivo moévil de
frecuencia provocado por el lector de tarjetas;

paso a3, la determinacién de un rango de fluctuacion &¢ del voltaje de deteccion provocado por el propio dispositivo
movil de RF;

paso a4, la deteccioén de la curva de voltaje-distancia para diversos terminales y obstaculos tipicos a la frecuencia de
f;

paso a5, la determinacién del rango de fluctuacion 64 del voltaje de deteccién para el dispositivo moévil de RF segun el
valor objetivo de control de distancia (Din, Dv), en el que &4 es igual a una diferencia de voltaje entre el voltaje
correspondiente al punto Din y el voltaje correspondiente al punto (Din + Dv) en la curva de voltaje-distancia con un
gradiente de curva de atenuacion de intensidad de campo promedio obtenido de las respectivas curvas de
voltaje-distancia para terminales y obstaculos tipicos;

paso a6, la determinacién de un rango de fluctuacion &t del voltaje de deteccion para el dispositivo mévil de RF
provocado por el terminal, en el que &t indica el rango de fluctuacidn del voltaje de deteccion para el dispositivo movil
de RF provocado por la caracteristica de atenuacion del terminal, &t =64 -6r -0c;

paso a7, la obtencion de la diferencia de intensidad de campo mas grande & entre diversos terminales y obstaculos
tipicos en diferentes puntos de distancia dentro de los rangos de control de distancia;

Si & es mayor que O, se disminuye la frecuencia f y se regresa al paso a4; si d es menor que dr, se aumenta la
frecuencia f y se regresa al paso a4; y si d es igual a dr, la frecuencia de deteccion actual f es igual a la frecuencia de
trabajo mas alta fO del sistema sin calibracion.

Ademas, el método anterior puede tener la siguiente caracteristica, en dicho paso a, los parametros de transmision
comprenden un modo de modulacién, un modo de codificacion y una amplitud de intensidad de induccidn magnética
transmisora Br, en el que el modo de modulaciéon, el modo de codificacion y la amplitud de intensidad de induccién
magnética transmisora Br pueden determinarse mediante los pasos siguientes:

la seleccion de cualquiera de los modos de codificaciéon sin un componente de corriente continua promedio;
la seleccion de un modo sin modulaciéon o un modo de modulacién de portadora de amplitud invariable;

después de seleccionar una frecuencia de trabajo menor que fO, un modo de modulacién y un modo de codificacion,
en primer lugar con la selecciéon de un terminal de ruido tipico y los pardmetros de ganancia para la deteccion y la
amplificacion magnéticas en el dispositivo mévil de RF que se reconozcan facilmente, la deteccion de una amplitud de
voltaje de ruido intrinseco Vn para el voltaje de deteccion en el dispositivo mévil de RF en la condicidon en que no se
transmiten las sefiales magnéticas de baja frecuencia por parte del lector de tarjetas, después midiendo un voltaje de
deteccion Vr del dispositivo movil de RF cuando el lector de tarjetas transmite las sefiales magnéticas alternantes de
baja frecuencia usando los modos de modulaciéon y codificacion seleccionados, seleccionando una amplitud de
intensidad de induccién magnética transmisora Br para satisfacer la condicion Vr/Vn>SNR, en la cual SNR es una
relacion de sefial a ruido del dispositivo movil de RF.

Ademas, el método anterior puede tener la caracteristica siguiente. En dicho paso b, el umbral de voltaje Vt
predeterminado puede determinarse por los pasos siguientes:

paso b1, en los parametros de transmision seleccionados, la medicion de una curva de voltaje-distancia para los
diversos terminales y obstaculos tipicos, en el que el parametro de transmisién comprende la frecuencia de las
sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia, el modo de modulacién, el modo de codificacién y la amplitud de
intensidad de induccién magnética transmisora Br;

paso b2, la obtencién de una curva de voltaje-distancia de referencia, en el que la curva de voltaje-distancia de
referencia es el valor promedio obtenido de las curvas de voltaje-distancia para los terminales y obstaculos tipicos,
que tiene la misma diferencia de amplitud de voltaje &1/2 del limite superior y el limite inferior de las curvas de terminal
tipico;

paso b3, la seleccion de un umbral de voltaje de detecciéon Vt para el dispositivo mévil de RF, el voltaje
correspondiente al punto (Din+Dv/2) que es Vt en la curva de voltaje-distancia de referencia.
Ademas, el método anterior puede tener la caracteristica siguiente, la frecuencia de las sefiales magnéticas alternantes
de baja frecuencia se fija en una banda de extrabaja frecuencia, una banda de muy baja frecuencia o una banda de baja
frecuencia, en el que la banda de extrabaja frecuencia estd en un rango de frecuencia de 300 Hz-3000 Hz, la banda de
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muy baja frecuencia esta en un rango de frecuencia de 3 KHz-30 KHz, y la banda de baja frecuencia esta en un rango de
frecuencia de 30 KHz-300 KHz.

Ademas, el método anterior puede tener la caracteristica siguiente. Las frecuencias de las sefiales magnéticas
alternantes de baja frecuencia pueden ser de 300 Hz-50 KHz.

Ademas, el método anterior puede tener la caracteristica siguiente. La frecuencia de las sefiales magnéticas alternantes
de baja frecuencia puede ser 500 Hz, 1 Khz, 1,5 KHz, 2 KHz, 2,5 KHz, 3 KHz, 4 KHz, 5 KHz, 10 KHz, 20 KHz o0 30 KHz.

Ademas, el método anterior puede tener la caracteristica siguiente. EI modo de codificacion puede ser el codigo
Manchester, cddigo Manchester diferencial, o cédigo con retorno a cero; y el modo de modulacién puede ser la
modulacion todo-nada, modulacion digital de fase o modulacion digital de frecuencia.

Para solucionar el problema anterior, la invencién propone un sistema de comunicacion de campo cercano, que
comprende por lo menos un lector de tarjetas y por lo menos un dispositivo moévil de RF, en el que:

el lector de tarjetas se utiliza para transmitir sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia segun los parametros
de transmision predeterminados, las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia que llevan una informacion
de identificacion del lector de tarjetas, en el cual los parametros de transmisién comprenden la frecuencia de las
sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia que es la misma o menor que la frecuencia de trabajo mas alta del
sistema a la cual el sistema no necesita calibrarse; el lector de tarjetas también se utiliza para recibir informacion de
identificacion transmitida por un canal de RF mediante el dispositivo moévil de RF, y para comparar si la informacion de
identificacion del lector de tarjetas en la informacion anterior es coherente con la informacién de identificacion propia;
si es asi, la informacién de identificacion propia se combina con la informacién de identificacion del dispositivo movil
de RF para actuar como una direccion combinada, por tanto realizandose la transaccién por paso de tarjeta con el
dispositivo mévil de RF a través del canal de RF;

el dispositivo movil de RF se utiliza para recibir y detectar las sefales magnéticas alternantes de baja frecuencia en
cada punto de distancia y las amplifica a sefiales de voltaje con amplitudes constantes y correspondientes a la
distancia, asi determinando si el terminal equipado con el dispositivo movil de RF ingresa un rango de distancia eficaz
predeterminado usando un umbral del voltaje Vt predeterminado, en el que el umbral de voltaje Vt es el mismo para
todos los terminales equipados con el dispositivo mévil de RF; si las sefiales de voltaje correspondientes a las sefales
magnéticas alternantes de baja frecuencia recibidas son iguales o mayores que el umbral de voltaje Vt
predeterminado, el dispositivo mévil de RF se utiliza para adquirir la informacion de identificacion del lector de tarjetas
de las sefiales magnéticas de baja frecuencia recibidas, y transmitirla junto con la informacion de identificacion propia
al lector de tarjetas por el canal de RF; el dispositivo moévil de RF se utiliza ademas para realizar la transaccion por
paso de tarjeta con el lector de tarjetas a través del canal de RF.

Ademas, el sistema anterior puede tener las caracteristicas siguientes. El lector de tarjetas comprende por lo menos una
bobina de transmisién de baja frecuencia, por lo menos un circuito de controlador, por lo menos un circuito de
codificacién, por lo menos un primer procesador principal, por lo menos un circuito de transceptor de RF y por lo menos
una antena de RF, en el que la bobina de transmisién de baja frecuencia, el circuito de controlador, el circuito de
codificacién, el primer procesador principal, el circuito de transceptor de RF, la antena de RF se conectan en serie; el
dispositivo moévil de RF comprende por lo menos un circuito de induccion magnética de baja frecuencia, por lo menos un
circuito de amplificacion de baja frecuencia, por lo menos un circuito de decisién de umbral y demodulacién, por lo menos
un segundo procesador principal, por lo menos un circuito de transceptor de RF y por lo menos una antena de RF, en el
que el circuito de induccion magnética de baja frecuencia, el circuito de amplificacion de baja frecuencia, el circuito de
decision de umbral y demodulacion, el segundo procesador principal, el circuito de transceptor de RF y la antena de RF
se conectan en serie.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. Un circuito de modulacién se proporciona entre el
circuito de controlador y el circuito de codificacion del lector de tarjetas.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. Las bobinas de transmisién de baja frecuencia
pueden ser bobinas formadas de cables esmaltados o de bobinas para placas de circuito impreso.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. Las vueltas de las bobinas de transmisién de baja
frecuencia pueden ser mas de 10 vueltas.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. Las vueltas de las bobinas de transmision de baja
frecuencia pueden ser 50-500 vueltas.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. Las bobinas de transmision de baja frecuencia se
pueden rellenar de nicleos magnéticos de ferrita o nucleos de hierro.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. Un area encerrada por las bobinas de transmision de
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baja frecuencia tiene una anchura en la seccién mas ancha que es mayor que la anchura de la seccién del terminal movil
de RF.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. La seccidn del area encerrada por las bobinas de
baja frecuencia comprende por lo menos una regién circular con un diametro de 3 cm o una regiéon cuadrada de
3 cm*3 cm.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. El circuito de induccién magnética de baja frecuencia
puede ser bobinas para placas de circuito impreso, bobinas formadas de cables esmaltados, un dispositivo Hall o un
dispositivo de magnetorresistencia gigante.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. El dispositivo moévil de RF puede colocarse en el
terminal movil.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. El dispositivo movil de RF puede colocarse en una
tarjeta SIM, tarjeta UIM, tarjeta USIM, tarjeta TF o tarjeta SD del terminal movil.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. El terminal moévil puede ser un teléfono mavil,
asistente digital personal o un ordenador portatil.

Ademas, el sistema anterior puede tener la caracteristica siguiente. La informacion de identificacion es codigos de
identificacion.

La presente invencion puede activar la distancia de comunicacion de datos, entre el terminal de comunicacién de RF que
comprende un dispositivo mévil de RF (por ejemplo, un teléfono mévil que incluye una tarjeta SIM de RF) y el lector de
tarjetas, para ser controlado de manera fiable dentro de un alcance especificado sin necesidad de calibrar el terminal.

Breve descripcion de los dibujos adjuntos

La figura 1 es una curva de voltaje-distancia detectada segun la condicion de que la misma maquina 14443 POS
mantenga una portadora constante de 13,56MHz de frecuencia cuando el circuito del receptor de la bobina esté
colocado en varios terminales moviles;

La figura 2 es un diagrama de bloques estructural de un sistema para seleccionar la frecuencia mas alta fO segun el
método de comunicacion de campo cercano de la presente invencion, en la cual el sistema no necesita ser calibrado;

La figura 3 es un diagrama que muestra un rango de fluctuacion dA del voltaje de deteccion total recibido para el
sistema, que es determinado por el valor objetivo de control de distancia (Din, Dv);

La figura 4 es un diagrama que muestra las curvas de voltaje-distancia para los terminales y obstaculos tipicos y el
rango de fluctuacion & entre estos;

La figura 5 muestra las curvas de voltaje-distancia para cinco terminales méviles tipicos en la frecuencia f de 3,3 KHz;
La figura 6 muestra las ondas de voltaje para las sefiales de voltaje recibidas detectadas en el dispositivo movil de RF
por una transmision de banda base directa sin modulaciéon y las sefales de voltaje recibidas por un modo de
modulacion FSK de onda sinusoidal;

La figura 7 es un diagrama que muestra un método para obtener la curva de voltaje-distancia de referencia;

La figura 8 es un diagrama estructural del sistema de comunicacion de campo cercano segun una forma de
realizacion de la presente invencion;

La figura 9 es un diagrama que muestra a la porcién de transmision de baja frecuencia del lector de tarjetas;

La figura 10 es un diagrama que muestra un formato de trama de datos de baja frecuencia del lector de tarjetas;

La figura 11 es una curva de voltaje-distancia detectada en la condiciéon en que una fuente de sefales transmite un
campo magnético constante de 1 KHz por medio de una bobina de transmision de baja frecuencia cuando el circuito

de receptor de la bobina se coloca en diversos terminales moviles.
Descripcién detallada de las formas de realizacidon preferidas

Como se indicd primero, el terminal o terminales mencionados a continuacion se refieren de manera predeterminada a
los terminales equipados con un dispositivo movil de RF, pero también se refieren a los terminales que pueden ser
moviles, es decir, el terminal movil, por ejemplo, un teléfono moévil, etc. Una distancia se refiere a la distancia entre el
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lector de tarjetas y el dispositivo mévil de RF, es decir, la distancia entre el lector de tarjetas y el terminal equipado con el
dispositivo movil de RF.

En vista del problema de control de distancia entre el dispositivo de RF (especialmente la tarjeta de RF, por ejemplo la
tarjeta SIM de RF, incorporada en el terminal) y el dispositivo del lector de tarjetas de transacciones a corta distancia, la
presente invencion propone un sistema de comunicacion de campo cercano que comprenda a un lector de tarjetas con
las funciones de transmisién de un campo magnético alternante de baja frecuencia y de recepcion y transmisién de la
sefial de RF y un dispositivo mévil de RF que corresponde al lector de tarjetas, con las funciones de recepcién de una
induccion de campo magnético alternante de baja frecuencia y de recepcion y transmision de sefial de RF, también
propone un método de comunicacién de campo cercano que corresponde al sistema. Segun la presente invencion, la
distancia puede ser controlada utilizando la caracteristica del campo magnético alternante de baja frecuencia que tiene
poca variacion de atenuacion sobre la penetracion de diferentes terminales y la transaccién puede llevarse a cabo por RF
de alta frecuencia que penetre con eficacia el terminal para obtener una comunicacion bidireccional. El sistema logra la
deteccion y control de distancia sin calibracion mediante un método de decision de umbral predeterminado, a saber, el
lector de tarjetas transmite las sefiales alternantes de baja frecuencia segun parametros de transmision predeterminados,
y las sefiales magnéticas son detectadas por el dispositivo mévil de RF en diversos puntos de distancia y son
amplificadas a sefiales de voltaje que tienen un valor de amplitud constante y correspondiente a la distancia. Después se
determina si el terminal ingresa un rango de distancia eficaz predeterminado mediante un umbral de voltaje Vt
predeterminado (el rango de distancia eficaz indica un rango permitido de paso de tarjeta). El umbral de voltaje Vt es el
mismo para todos los terminales, sin necesidad de ser calibrado. La presente invencion logra la vinculacién unica entre el
lector de tarjetas y el dispositivo mévil de RF por medio del método de combinacién de la comunicacién unidireccional de
baja frecuencia y la comunicaciéon bidireccional de RF, y después de la vinculacion, puede llevarse a cabo la
comunicacion de alta velocidad bidireccional con un gran nimero de datos a través del canal de RF. El sistema de la
presente invencion puede controlar de manera fiable la distancia de comunicacion de datos entre el terminal del
dispositivo movil de RF (por ejemplo, un teléfono movil equipado de una tarjeta SIM de RF) y el lector de tarjetas a un
rango especificado, y no es necesario calibrar el terminal.

El principio y las caracteristicas de la presente invencién seran descritos en conjunto con los dibujos, en los cuales los
ejemplos ilustrativos solamente constituyen una explicacion de la presente invencion, sin limitar el alcance de la
invencion.

El método de comunicacion de campo cercano de la presente invencion se aplica al sistema de comunicacion de campo
cercano incluyendo por lo menos un lector de tarjetas y por lo menos un dispositivo mévil de RF, que comprende los
siguientes cuatro pasos que incluyen el paso a, el paso b, el paso c y el paso d. Los cuatro pasos se describen en la
presente memoria como sigue:

paso a, el lector de tarjetas transmite sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia segun parametros de
transmision predeterminados, en el que las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia llevan informacién de
identificacion del lector de tarjetas, en el que los parametros de transmision comprenden una frecuencia de las
sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia que son las mismas o menores que la frecuencia mas alta fO del
sistema, a la cual el sistema no necesita calibrarse; y en el que, la informacion de identificacion puede ser la ID de
cadigo de identificacion.

Debe destacarse que, en el paso a, la frecuencia de las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia se refiere a
una frecuencia correspondiente a un punto final de frecuencia final alta de ancho de banda de 3 dB en un espectro de
frecuencias de las sefiales alternantes de baja frecuencia.

Cuanto mas baja es la frecuencia del campo magnético de baja frecuencia, menor es la variacion de atenuacioén de las
sefales después de la penetracion de diversas clases de terminales. A la luz de las caracteristicas, un punto de
frecuencia que tiene una variacion suficientemente pequefia se selecciona en un sistema de seleccion de puntos de
frecuencia (como se muestra en la figura 2) para considerar el control de distancia sin calibracién. Las sefiales
magnéticas alternantes de baja frecuencia son transmitidas por una bobina convencional de emision de campo
magnético usando una fuente de sefal convencional, y las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia son
recibidas en varios terminales méviles y obstaculos tipicos. Después se ajusta la frecuencia de transmision hasta que se
encuentre un punto de frecuencia f0, de modo que en la condiciéon en que el voltaje (el voltaje es una sefial de voltaje
obtenida por la amplificaciéon de la sefial magnética alternante de baja frecuencia, la sefal de voltaje que tiene una
amplitud constante y es correspondiente a la distancia) recibido por el dispositivo mévil de RF (equipado en el terminal
movil) tiene la misma distancia con los puntos centrales del plano formado por las bobinas de emision, la variacion del
campo magnético entre los diversos terminales y obstrucciones es generalmente igual a un rango de fluctuacion
predeterminado &1. El punto de frecuencia fO y el rango de frecuencia es el rango de frecuencias para el sistema sin
calibracion, sin necesidad del sistema de calibrar terminal alguno. Si un punto de frecuencia de operacion esta arriba de
f0, el sistema debe ser calibrado, y a mas puntos de frecuencia de operacion sobre f0, habra mas terminales que deben
ser calibrados, de modo que la calibraciéon se hace mas compleja. La seleccion del punto de frecuencia es una operacion
de una vez. Una vez que se hace la seleccién, no hay necesidad de corregirla.

La figura 2 es un diagrama de bloques estructural de un sistema para seleccionar la frecuencia mas alta fO segun el
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método de comunicacion de campo cercano de la presente invencién, en la cual el sistema no necesita ser calibrado.
Como se muestra en la figura 2, el sistema de seleccion del punto de frecuencia incluye: un sistema de transmision,
incluyendo una fuente de sefial 505 y una bobina de transmisién de campo magnético de baja frecuencia 504; un sistema
de receptor, incluyendo un terminal movil tipica 501 en el cual se proporciona un moédulo de receptor de baja frecuencia
502, un obstaculo y un detector de intensidad de sefal 503 (un voltimetro, un oscilégrafo, un espectrografo de
frecuencias, etc.). La fuente de sefial 505 puede generar exactamente sefiales de varias frecuencias, diversas ondas y
diversas amplitudes. El principio de seleccion de un punto de frecuencia es que, la fuente de sefial 505 genera una sefal
de onda sinusoidal de amplitud constante y que tiene una frecuencia de f, y la sefial es transmitida por la bobina de
transmision 504 y es recibida por el modulo de receptor de baja frecuencia 502 que esta dispuesto en el terminal movil
501 y el obstaculo tipicos seleccionados. La sefial de baja frecuencia recibida es recibida por el detector de intensidad de
sefal 503 a través de un cable de sefales especial, y el detector de intensidad de sefial 503 detecta el voltaje recibido.
Puede obtenerse una curva variable de voltaje de deteccion en funcion de la distancia a la frecuencia de f para el terminal
movil o el obstaculo variando la distancia de la distancia del movil (en adelante denominada curva de voltaje-distancia).
Varias curvas para diferentes terminales moéviles pueden ser obtenidas sustituyendo el terminal mévil o el obstaculo, y
diferentes curvas pueden ser obtenidas cambiando la frecuencia f.

En el paso a, la frecuencia mas alta fO para la operacion del sistema sin calibracién puede determinarse por los pasos
siguientes:

Paso 101, la determinacion de un valor objetivo del control de distancia (Din, Dv), en el que Din indica que todos los
terminales equipados con el dispositivo moévil de RF pueden pasar la tarjeta con seguridad en el rango de 0-Din, Dv
indica un rango de fluctuacion de distancia, la tarjeta puede pasarse en el rango de Din ~ (Din + Dv), y no es posible
que pase mas alla del rango Din + Dy;

Por ejemplo, (5 cm, 5 cm) indica que todos los terminales pueden pasar la tarjeta con seguridad en un rango por debajo
de los 5 cm, admiten el paso de tarjeta en un rango de 5 cm a 10 cm y no permiten el paso de la tarjeta mas alla de 10 cm.
El valor objetivo del control de distancia puede determinarse mediante una aplicacién especial. (0 ~ Din +Dv) puede
denominarse rango de control de distancia.

Paso 102, la determinacién de un rango de fluctuacion dr del voltaje de deteccion para el dispositivo mévil de frecuencia
provocado por el lector de tarjetas;

La fluctuacién de los parametros del circuito de transmision del lector de tarjetas implica fluctuaciones de la intensidad del
campo de transmision, causando la fluctuaciéon del voltaje de detecciéon del dispositivo movil de RF. Los parametros
comprenden fluctuaciones de voltaje de controlador transmitido, fluctuaciones de los parametros de la bobina e
influencias en la temperatura, etc. El dr es controlado durante el proceso de disefio y fabricacion del lector de tarjetas. La
fluctuacion puede calibrarse durante el proceso de fabricacion. Debido a la frecuencia de trabajo baja del circuito de
transmisién de baja frecuencia, el dr puede controlarse bien, por ejemplo, dentro de 4 dB.

Paso 103, la determinacion de un rango de fluctuaciéon d¢ del voltaje de deteccién provocado por el propio dispositivo
movil de RF;

La fluctuacion de los parametros del circuito de receptor de baja frecuencia del propio dispositivo mévil de RF implica la
fluctuacion del voltaje de salida de deteccion final. Los parametros comprenden errores de la antena de receptor, errores
de la ganancia del amplificador, errores de un comparador o AD, efectos de temperatura, ruidos y aspectos similares. El
Oc es controlado durante el proceso de disefio y fabricacidon del dispositivo mévil de RF. La fluctuacion puede calibrarse
durante el proceso de fabricacién. Debido a que la frecuencia de trabajo del circuito de transmisidn de baja frecuencia del
dispositivo movil de RF es muy baja, el 8¢ puede controlarse bien, por ejemplo, dentro de 4 dB.

Paso 104, la deteccion de las curvas de voltaje-distancia de diversos terminales y obstaculos tipicos a la frecuencia de f.

Se hace la preparacion antes de que comience el paso 104, a saber, la seleccion de los terminales tipicos y los
obstaculos tipicos. Un principio para seleccionar los terminales tipicos es hacer una seleccién basada en el nUmero de
las estructuras conductoras o metdlicas de los terminales. Es decir, a mayor nimero de estructuras metalicas, mas baja
amplitud de atenuacién. Por ejemplo, pueden seleccionarse una carcasa plastica, una carcasa metalica, una carcasa
metalica gruesa, una carcasa metdlica delgada, un terminal de gran tamafio y un terminal de tamafo pequefio, etc. El
numero de terminales tipicos no esta limitado estrictamente, y la seleccion de los terminales tipicos puede eliminar la
caracteristica atenuante de la sefial magnética alternante de baja frecuencia causada por el terminal. Para evitar una
diferencia grande de un terminal mévil individual, la certificacién del modelo puede aplicarse al terminal mévil en la
aplicacién, de modo que se lleva a cabo una deteccién de paso de tarjeta por cada aplicacidon de pago que utilice el
terminal movil para determinar que la caracteristica atenuante del terminal mévil del modelo cumple el requisito. Un
obstaculo tipico puede seleccionar los diversos materiales convencionales para un terminal movil, por ejemplo, plastico,
aluminio, cobre, hierro, acero inoxidable, etc., teniendo una dimensiéon de una forma estandar. El obstaculo tipico se
ubica entre el lector de tarjetas y el dispositivo mévil de RF como obstaculo equivalente para detectar la caracteristica
atenuante del terminal mévil para medir el efecto atenuante.

Paso 105, la determinacion del rango de fluctuacion &a del voltaje de deteccion del dispositivo mévil de RF segun el valor
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objetivo de control a distancia (Din, Dv), el da es igual a la diferencia entre el voltaje correspondiente al punto Din y el
voltaje correspondiente al punto (Din+Dv) en la curva de voltaje-distancia con gradiente de curva de atenuacién de
intensidad de campo promedio obtenido mediante las respectivas curvas de voltaje-distancia resultantes de terminales y
obstaculos tipicos;

La figura 3 es un diagrama que muestra a los rangos de fluctuacion &a del voltaje de deteccion total recibido para el
sistema, que es determinado por el valor objetivo de control de distancia (Din, Dv). Como muestra la figura 3, el punto
(Din+Dv) corresponde al voltaje V2, y el punto (Din+Dv) corresponde al voltaje V1, de manera que 54=V1-V2,

Paso 106, la determinacion de un rango de fluctuacion &t del voltaje de deteccion del dispositivo moévil de RF provocado
por el terminal, en el que el parametro &7 indica el rango de fluctuacién del voltaje de deteccién del dispositivo movil de
RF provocado por la caracteristica de atenuacion del terminal, &1 =64 —0r —0c;

Paso 107, la obtencion de la diferencia de intensidad de campo mas grande & (también denominada region de fluctuacion)
entre diversos terminales y obstaculos tipicos en diferentes puntos de distancia dentro del rango de control de distancia;

Si © es mayor que dr, se disminuye la frecuencia f y se comienza el paso a4; si d es menor que O, se aumenta la

frecuencia f y comienza el paso a4; y si 0 es igual a 0r, la frecuencia de deteccion actual f es igual a la frecuencia mas

alta fO del sistema sin calibracion.

La figura 4 es un diagrama de la curva de voltaje-distancia y la region de fluctuacion & de los terminales y obstaculos
tipicos. Como se muestra en la figura 4, la curva de voltaje-distancia para los terminales o los obstaculos con la
atenuacion mas grande se sefiala como la curva de atenuacion mas grande, la curva de voltaje-distancia para los
terminales o los obstaculos con la atenuacion mas pequefia se sefiala como la curva de atenuacion mas pequenfa, y el
area encerrada entre la curva de atenuacion mas grande y la curva de atenuacién mas pequefia se denomina region de
distribucion de la curva de voltaje-distancia de los terminales y obstaculos tipicos. A cualquier distancia D le corresponde
el voltaje V3 en la curva de atenuacion mas pequefna y le corresponde el voltaje V4 en la curva de atenuacién mas
grande, de modo que 6 = V3-V4.

Asi, en la condicion de limitacion del valor objetivo del control de distancia, puede determinarse la frecuencia mas alta fO
para la operacion del sistema sin calibracion. El sistema puede utilizar un modo de modulacion o utilizar el modo de envio
directamente de sefales de la banda base. El control de distancia se puede realizar sin calibracion siempre que el
componente principal de la frecuencia para la operacion del sistema no sea mayor que 0.

Como ejemplo, se explicara el proceso de determinacion de f0. La figura 5 muestra las curvas de voltaje-distancia de
cinco clases de terminales moviles tipicos en una frecuencia f de 3,3 KHz; Como se muestra en la figura 5, el valor
objetivo del control de distancia del sistema es (5 cm, 5 cm), y la variacién de voltaje es de alrededor de 40 dB en una
region de distancia de 0~10 cm para el sistema. El rango de fluctuacion del voltaje de deteccion del dispositivo moévil de
RF provocado por el lector de tarjetas y el dispositivo mévil de RF es de 4 dB, a saber 6r= &¢c = 4 dB, da =20 dB, 67=0x-
Or- 0c=12 dB. Suponiendo que los cinco terminales pueden representar todos los terminales utilizados en el sistema, si la
fluctuacion mas grande de los diversos puntos de distancia en diferentes curvas es alrededor de 12 dB, entonces la
frecuencia mas alta fO del sistema sin calibraciéon puede determinarse que sera 3,3 KHz.

En el paso a, los parametros de transmisién comprenden un modo de modulacién, un modo de codificaciéon y una
amplitud de intensidad de inducciéon magnética transmisora Br. El principio general para seleccionar los parametros de
transmisiéon es asegurarse de que, para cada punto de distancia, la sefial magnética alternante de baja frecuencia
transmitida por el lector de tarjetas, después de ser detectada y amplificada por el dispositivo movil de RF, es la sefial de
voltaje con amplitud constante y correspondiente a la distancia. La figura 6 muestra los diagramas de onda de voltaje de
las sefales de voltaje recibidas por transmisién directa de banda base sin modulacion y las sefiales de voltaje recibidas
con modulacion FSK de onda sinusoidal, en los que, a es el diagrama de onda de las sefales de voltaje recibidas por
transmisién directa de banda base sin modulacién y b es el diagrama de onda de las sefiales de voltaje recibidas por
modulaciéon FSK de onda sinusoidal. Como se muestra en la figura 6, las sefiales de voltaje de deteccidn son sefiales de
voltaje variable que comprenden la informacién de demodulacién, en las cuales las sefiales pueden ser sefiales de
voltaje alterno sin componente de corriente continua, y también pueden ser sefiales de voltaje con componente de
corriente continua, y que las amplitudes sean constantes indica que las amplitudes de cambio mas grande de los
componentes alternantes son constantes para simbolos de transmision diferentes.

El modo de modulacién, el modo de codificacion y la amplitud de intensidad de induccién magnética transmisora Br de
los parametros de transmision pueden seleccionarse con los pasos a11 - a13:
Paso a11, la seleccion de cualquier modo de codificacion sin componente de corriente continua, por ejemplo, cédigo
Manchester, codigo Manchester diferencial, cédigo con retorno a cero, etc.;

Paso a12, la selecciéon de un modo sin modulacion o un modo de modulacién de portadora de amplitud invariable, en
el que el modo de modulaciéon de portadora puede seleccionar cualquier modo de modulacién de portadora de
amplitud invariable, por ejemplo una portadora puede utilizar ondas sinusoidales, pulsos, ondas triangulares etc., y el
modo de modulacion puede seleccionar modulacion todo-nada (OOK), modulacion digital de fase o modulacién digital
de frecuencia (FSK), etc.; cuando se utiliza un modo sin modulacion, las sefiales de banda base después de ser
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codificadas son conducidas directamente por un circuito de controlador y transmitidas por una bobina de transmision.

Paso a13, la seleccién de la amplitud de intensidad de induccion magnética transmisora Br. El método es el siguiente:
en la frecuencia de trabajo menor que f0, el modo de modulacién y el modo codificado, en primer lugar con la
seleccion de un terminal de ruido tipico y los pardmetros de ganancia para deteccion y amplificacion magnéticas en el
dispositivo movil de RF que se logran facilmente, la deteccién de una amplitud de voltaje de ruido intrinseco Vn para
el voltaje de deteccion en el dispositivo mévil de RF en la condicion en que no se transmite la sefial magnética de baja
frecuencia por parte del lector de tarjetas, después midiendo un voltaje de deteccion Vr del dispositivo movil de RF
cuando el lector de tarjetas transmite sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia usando los modos de
modulacion y codificados, seleccionados, y la seleccion de una amplitud de intensidad de induccion magnética
transmisora Br para satisfacer la condicion Vr/Vn>SNR, en la que SNR es la relacion de sefial a ruido del dispositivo
movil de RF. Cuanto mayor sea el valor de SNR, mejor. Sin embargo, si el valor de SNR es demasiado grande, la
potencia de transmision del lector de tarjetas sera demasiado grande de modo que sera dificil de aplicar. El valor
tipico puede seleccionarse como SNR=10. Cuando se determina la SNR, la Br puede determinarse por el modo
anterior.

Paso b, el dispositivo moévil de RF recibe y detecta las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia en todos los
puntos de distancia y las amplifica a sefiales de voltaje con amplitudes constantes y correspondientes a las distancias, y
asi determina si el terminal equipado con el dispositivo mévil de RF ingresa un rango de distancia eficaz predeterminado
usando un umbral del voltaje Vt predeterminado, en el que el umbral de voltaje Vt es el mismo para todos los terminales
equipados con el dispositivo mévil de RF;

En el paso b, un umbral de voltaje Vt predeterminado puede determinarse mediante los pasos 201 a 203:

Paso 201, en los pardmetros de transmisién seleccionados, la medicién de una curva de voltaje-distancia para los
diversos terminales y obstaculos tipicos, en el que el parametro de transmision comprende las frecuencias de sefiales
magnéticas alternantes de baja frecuencia, el modo de modulacién, el modo de codificacién y la amplitud de
intensidad de induccién magnética transmisora Br;

Paso 202, la obtencién de una curva de voltaje-distancia de referencia, en el que la curva de voltaje-distancia de
referencia es el valor promedio obtenido de las curvas de voltaje-distancia para los terminales y obstaculos tipicos,
que tiene una diferencia de amplitud de voltaje 81/2 del limite superior y el limite inferior de las curvas de terminal
tipico, como se muestra en la figura 7;

Paso 203, la seleccién de un valor de umbral de voltaje de deteccién Vt para el dispositivo mévil de RF, como el
mostrado en la figura 7, el voltaje correspondiente al punto (Din+Dv/2) es Vt en la curva de voltaje-distancia de
referencia.

Paso c, si la sefal de voltaje correspondiente a la sefial magnética alternante de baja frecuencia recibida es igual o mayor
que el umbral de voltaje Vt predeterminado, el terminal equipado del dispositivo mévil de RF ingresa el rango eficaz
predeterminado para pasar la tarjeta, entonces el dispositivo mévil de RF adquiere informacion de identificacion del lector
de tarjetas de las sefiales magnéticas de baja frecuencia recibidas, y la transmite junto con la informacién de
identificacion propia al lector de tarjetas por un canal de RF;

Paso d, el lector de tarjetas recibe informacién transmitida por el canal de RF mediante el dispositivo mévil de RF,
compara si la informacion de identificacion del lector de tarjetas en la informacidon anterior es coherente con la
informacion de identificacion propia; si es asi, la informacion de identificacion propia se combina con la informacion de
identificacion del dispositivo moévil de RF para actuar como una direccion combinada, por tanto realizandose la
transaccién por paso de tarjeta con el dispositivo mévil de RF a través del canal de RF. En este contexto, la transaccion
por paso de tarjeta no solo significa el pago electrénico, sino también significa otro proceso de comunicacion a través de
otro canal de RF, por ejemplo cobro, consumo e identificacion de identidad, etc. La transaccién por paso de tarjeta en la
presente invencion significa de manera amplia establecer comunicacion a través de un canal de RF, significa
especialmente establecer comunicacion a través de un canal de RF en comunicacion de campo cercano.

En la presente invencion, las frecuencias de sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia se fijan en una banda de
extrabaja frecuencia, una banda de muy baja frecuencia o una banda de baja frecuencia, en el que, la banda de extrabaja
frecuencia esta en un rango de 300 Hz~3000 Hz, la banda de muy baja frecuencia esta en un rango de 3 KHz~30 KHz, y
la banda de baja frecuencia estd en un rango de 30 KHz~300 KHz. Preferentemente, las frecuencias de las sefiales
magnéticas alternantes de baja frecuencia pueden ser de 300 Hz~50 KHz. Preferentemente, las frecuencias de las
sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia pueden ser 500 Hz, 1 Khz, 1,5 KHz, 2 KHz, 2,5 KHz, 3 KHz, 4 KHz,
5 KHz, 10 KHz, 20 KHz o 30 KHz.

El método de comunicacion de campo cercano de la presente invencidén adopta una comunicacion unidireccional para el
campo magnético de baja frecuencia que combina con una comunicacion bidireccional del campo magnético eléctrico de
RF, evitando asi el problema causado por la antena y otros problemas como una gran diferencia atenuante para las
sefiales de los terminales causadas por la comunicacion bidireccional en el punto de frecuencia de 13,56 MHz y el control
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de distancia en el sistema de NFC. En el método, la identidad unica IDr (a saber, la informacion de identificacion anterior)
del lector de tarjetas es transmitida al dispositivo mévil de RF a través de un canal unidireccional de baja frecuencia por el
lector de tarjetas, y después la identidad unica IDc del dispositivo mévil de RF es asociada a la IDr a través del canal
bidireccional de RF por el dispositivo mévil de RF, después transmitida al lector de tarjetas; el lector de tarjetas compara
la validez de la IDr, de manera que alcanza la vinculacién unica entre el lector de tarjetas y el dispositivo mévil de RF.
Después de la vinculacion, el lector de tarjetas y el dispositivo mévil de RF logran la comunicacion de un gran nimero de
datos mediante el canal bidireccional de RF, hasta que se termine la transaccion.

El método de comunicacion de campo cercano de la presente invencion consigue la distancia de comunicacién de datos
(también designada la distancia de transaccion) entre la distancia de comunicaciéon de RF proporcionada con el
dispositivo moévil de RF y el lector de tarjetas que se controlard con seguridad en un rango determinado, y no hay
necesidad de calibrar el terminal.

Para lograr el método de comunicacién de campo cercano anterior, la presente invencion también propone un sistema de
comunicacion de campo cercano. El sistema de comunicacion cercana del campo de la presente invencion comprende
por lo menos un lector de tarjetas y por lo menos un dispositivo mévil de RF, en el cual:

el lector de tarjetas transmite sefiales magnéticas de baja frecuencia seguin parametros de transmision
predeterminados. La informacién de identificacion del lector de tarjetas se incluye en las sefiales magnéticas
alternantes de baja frecuencia, en la que, los parametros de transmision comprenden frecuencias de las sefiales
magnéticas alternantes de baja frecuencia y las frecuencias son iguales o menores que la frecuencia mas alta fO del
sistema en la cual el sistema no necesita ser calibrado; el lector de tarjetas también recibe informacién transmitida a
través del canal de RF por el dispositivo mévil de RF; compara si la informacion de identificacion del lector de tarjetas
en la informacién anterior es coherente con la informaciéon de identificacion propia; si es asi, la informacién de
identificacion propia se combina con la informacién de identificacién del dispositivo mévil de RF para actuar como una
direccién combinada, por tanto realizandose la transaccion por paso de tarjeta con el dispositivo mévil de RF a través
del canal de RF;

Las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia transmitidas por el lector de tarjetas son recibidas y detectadas
por el dispositivo mévil de RF en diversos puntos de distancia y son amplificadas a sefiales de voltaje que tienen un valor
de amplitud constante y correspondiente a la distancia, después es determinado si el terminal equipado con el dispositivo
movil de RF ingresa un rango de distancia eficaz predeterminado usando un umbral del voltaje Vt predeterminado, en el
que el umbral de voltaje Vt es el mismo para todos los terminales equipados con el dispositivo mévil de RF; el dispositivo
movil de RF se utiliza para adquirir la informacién de identificacion del lector de tarjetas de la informacién de campo
magnético alternante de baja frecuencia recibida si las sefiales de voltaje correspondientes a las sefiales magnéticas
alternantes de baja frecuencia recibidas son iguales o mayores que el umbral de voltaje Vt predeterminado, y transmitir la
informacion de identificacion junto con la informacion de identificacion propia al lector de tarjetas a través del canal de RF;
el dispositivo movil de RF se utiliza para realizar una transaccion por paso de tarjeta con el lector de tarjetas a través del
canal de RF.

En el que, la informaciéon de identificacion puede ser la ID de cédigo de identificacion.

Puede conocerse que, el lector de tarjetas en el sistema de comunicacion de campo cercano de la presente invencion
tiene las dos funciones basicas, a saber, una funcién de transmision de baja frecuencia y una funcion de transceptor de
RF, es decir, el lector de tarjetas en el sistema de comunicacion de campo cercano de la presente invencion tiene dos
modulos basicos, a saber, un modulo de transmision de baja frecuencia y un modulo de transceptor de RF; el dispositivo
movil de RF en el sistema de comunicacion de campo cercano de la presente invencion tiene dos funciones basicas, a
saber, una funcion de receptor de baja frecuencia y una funcion del transceptor de RF, es decir, el dispositivo moévil de RF
en el sistema de comunicacién de campo cercano de la presente invencion tiene dos médulos basicos, a saber, un
modulo de receptor de baja frecuencia y un moédulo de transceptor de RF.

Ademas, el sistema de comunicaciéon de campo cercano como el establecido anteriormente puede llevarse a cabo en
particular mediante los siguientes circuitos: el lector de tarjetas comprende por lo menos una bobina de transmisién de
baja frecuencia, por lo menos un circuito de controlador, por lo menos un circuito de codificacion, por lo menos un primer
procesador principal, por lo menos un circuito de transceptor de RF y por lo menos una antena de RF, en el que la bobina
de transmision de baja frecuencia, el circuito de controlador, el circuito de codificacion, el primer procesador principal, el
circuito de transceptor de RF, la antena de RF se conectan en serie; el dispositivo movil de RF comprende por lo menos
un circuito de induccidon magnética de baja frecuencia, por lo menos un circuito de amplificacion de baja frecuencia, por lo
menos un circuito de decisién de umbral y demodulacion, por lo menos un segundo procesador principal, por lo menos un
circuito de transceptor de RF y por lo menos una antena de RF; en el que el circuito de induccién magnética de baja
frecuencia, el circuito de amplificacion de baja frecuencia, el circuito de decision de umbral y demodulacion, el segundo
procesador principal, el circuito de transceptor de RF y la antena de RF se conectan en serie. Preferentemente, en el
circuito de implementacion anterior, un circuito de modulacién se proporciona entre el circuito de controlador y el circuito
de codificacion del lector de tarjetas.

En el circuito de implementacion anterior, la bobina de transmisidon de baja frecuencia, el circuito de controlador y el
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circuito de codificacion (incluido el circuito de modulaciéon si se proporciona el circuito de modulaciéon) pueden
considerarse como una parte del modulo de transmisién de baja frecuencia. El primer procesador principal, el transceptor
de RF y la antena de RF del lector de tarjetas pueden considerarse como una parte del médulo de transceptor de RF del
lector de tarjetas; el circuito de induccion magnética de baja frecuencia, el circuito de amplificacion de baja frecuencia y el
circuito de decision de umbral y demodulacion del dispositivo moévil de RF pueden considerarse como una parte del
modulo de receptor de baja frecuencia. El segundo procesador principal, el circuito de transceptor de RF y la antena de
RF del dispositivo movil de RF pueden considerarse como una parte del médulo de transceptor de RF en el dispositivo
movil de RF.

Preferentemente, en el circuito de implementacién anterior, las bobinas de transmisiéon de baja frecuencia pueden ser
bobinas formadas de cables esmaltados o de bobinas para placas de circuito impreso. Ademas, las vueltas de las
bobinas de transmision de baja frecuencia pueden ser mas de 10 vueltas. Preferentemente, las vueltas de las bobinas de
transmisién de baja frecuencia pueden ser 50-500 vueltas. Preferentemente, las bobinas de transmision de baja
frecuencia pueden rellenarse con un nucleo magnético de ferrita o un nucleo de hierro. Preferentemente, un area
encerrada por las bobinas de transmision de baja frecuencia tiene una anchura en la seccién mas ancha mayor que la
anchura de la seccién del terminal moévil de RF. Preferentemente, la seccion del area encerrada por las bobinas de baja
frecuencia comprende por lo menos una region circular con un diametro de 3 cm o una regién cuadrada de 3 cm*3 cm.

Preferentemente, el circuito de induccién magnética de baja frecuencia puede ser bobinas para placas de circuito
impreso, bobinas elaboradas de cables esmaltados, un dispositivo Hall o un dispositivo de magnetorresistencia gigante.

En la presente invencion, el dispositivo movil de RF puede colocarse en el terminal moévil o colocarse en una tarjeta SIM,
tarjeta UIM, tarjeta USIM, tarjeta TF o tarjeta SD del terminal mévil. En el que el terminal moévil puede ser un teléfono
movil, asistente digital personal, un ordenador portatil, etc.

El principio del sistema de comunicacion de campo cercano de la presente invencion sera descrito detalladamente a
continuacion:

1 EI método y el dispositivo para seleccionar la frecuencia mas alta fO para el sistema sin calibracién se han
descrito en el método de comunicacion de campo cercano anterior, de manera que no es necesario dar detalles;

2 El principio para la medicion y control de distancia es como sigue:

El lector de tarjetas transmite continua y periédicamente sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia de
una frecuencia seleccionada no mayor que fO a los parametros de transmision predeterminados. Las sefiales
estan en un formato de una trama de datos en un médulo de modulacién o de transmision directa de banda
base, la trama de datos comprendiendo una IDr del cédigo de identificacién Unico (o, por supuesto, otra
informacion de identificacion) del lector de tarjetas. Cuando el terminal movil equipado del dispositivo movil de
RF se dispone alrededor del lector de tarjetas, las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia penetran
el terminal hacia el dispositivo mévil de RF de este; el dispositivo movil de RF detecta las sefiales magnéticas
en cada punto de distancia y las sefiales magnéticas se amplifican a las sefales de voltaje con amplitudes
constantes y correspondientes a la distancia; cuando la amplitud de voltaje es menor que el valor de umbral de
voltaje recibido Vt preestablecido en la tarjeta, lo que significa que el terminal no ingresa una regién de
distancia eficaz para pasar la tarjeta, de manera que la tarjeta no puede ser pasada; cuando la amplitud de
voltaje es mayor que el valor de umbral de voltaje recibido Vt preestablecido en la tarjeta, lo que significa que
el terminal ingresa una regién eficaz para pasar la tarjeta que esta predeterminada en el lector de tarjetas, y el
circuito de receptor de baja frecuencia (el circuito de induccién magnética de baja frecuencia, el circuito de
amplificacién de baja frecuencia y el circuito de decisiéon de umbral y demodulacion) en el dispositivo movil de
RF inicia un proceso de decodificacion, de manera que se obtiene la IDr Unica del cédigo de identidad del
lector de tarjetas. Por otra parte, las sefiales de voltaje convertidas del campo magnético en el dispositivo
movil de RF tienen una relacién correspondiente respectivamente con las distancias entre el lector de tarjetas
y el dispositivo moévil de RF, la relacién determindndose por una curva de variacion de voltaje-distancia. Segun
la relacion correspondiente, la distancia entre el dispositivo mévil de RF y el lector de tarjetas puede
determinarse por el voltaje, de manera que la distancia entre el terminal movil y el lector de tarjetas puede
determinarse indirectamente. Las configuraciones del Vt y de los parametros de transmisién se hacen una sola
vez. Una vez establecidas, no es necesario cambiarlas.

3 El principio del proceso para el dispositivo mévil de RF al que se tiene acceso mediante el lector de tarjetas:

El proceso para el dispositivo movil de RF al que se tiene acceso mediante el lector de tarjetas comprende
principalmente el proceso de vinculacion unica entre el lector de tarjetas y el dispositivo movil de RF. Como
ejemplo, el proceso de vinculacién es aquel en que, después de que es decodificada la IDr de cddigo de
identificacion unico del lector de tarjetas de las sefales de baja frecuencia por el dispositivo mévil de RF, el
cédigo de identificacion es transmitido al segundo médulo de procesamiento principal en el dispositivo movil
de RF, y después, el segundo modulo de procesamiento principal transmite la IDc de codigo de identificacion
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unico del dispositivo movil de RF junto con la IDr recibida al lector de tarjetas por medio del médulo de
transceptor de RF. Después de que el lector de tarjetas recibe los cédigos de retorno (IDr, IDc) del dispositivo
movil de RF, el dispositivo movil de RF, a través del cual se determina la validez de la IDc del cddigo de
identificacion, permite que la IDr del codigo de identificacion regrese correctamente al lector de tarjetas, que es
el terminal de comunicacion unica de la presente transaccion. Ya que la codificacion de la IDr garantiza que los
codigos de identificacion de otros lectores de tarjetas situados alrededor del lector de tarjetas son diferentes en
ese momento, el dispositivo mévil de RF con la IDc del cédigo de identificacion se asegura de establecer la
Unica comunicacion con el lector de tarjetas con la IDr del codigo de identificacion. Asi, puede conseguirse una
vinculacién unica entre el dispositivo movil de RF y el lector de tarjetas, y el dispositivo mévil de RF y el lector
de tarjetas pueden identificarse entre si por medio de la direccion combinada (IDr, IDc). Después de la
vinculacion, el canal de RF se utiliza en el proceso de comunicacion para realizar la interaccién sin errores.
Después de que el dispositivo mévil de RF haya obtenido acceso con éxito, se termina el proceso de control
de distancia, y el proceso de transaccion subsiguiente puede realizarse a través del canal de RF hasta que
concluya la transaccion.

4 Proceso de transaccion:

un enlace de comunicaciones unico y fiable se establece entre el lector de tarjetas y el dispositivo mévil de RF
por medio del canal de RF. En base al enlace, el lector de tarjetas y el dispositivo movil de RF pueden obtener
la identificaciéon de identidad requerida por una transaccién u otros procesos requeridos por otras
transacciones. Todos estos procesos pueden realizarse por el canal rapido de RF. Ya que la implementacion
del proceso anterior garantiza el acceso que se establecera en rangos de distancia predeterminados, el
proceso de transaccion completo es un proceso de comunicacion de campo cercano realizado dentro de un
rango definido.

A continuacion, la presente invencién sera descrita adicionalmente mediante formas de realizacion.

La figura 8 es un diagrama estructural del sistema de comunicacién de campo cercano segun la forma de realizacién de
la presente invencién; Como se muestra en la figura 8, el sistema incluye dos partes: el dispositivo de lector de tarjetas
100 y el dispositivo mévil de RF 200. El dispositivo moévil de RF 200 se dispone en el interior del terminal mévil e
interactua con el terminal a través de la interfaz de comunicaciones de terminal movil.

El lector de tarjetas 100 comprende los médulos siguientes: un primer procesador principal 101, para el control de baja
frecuencia y alta frecuencia para el lector de tarjetas y otro proceso de protocolo, el primer procesador principal 101 que
esta conectado a una interfaz de comunicacion exterior a través de un circuito de interfaz 102 o esta conectado
directamente a la interfaz de comunicacién exterior; un circuito de codificacién 108, para codificar cada byte de los datos
de trama de baja frecuencia; un circuito de modulacién 107 para modular una portadora que utiliza las secuencias testigo
que son la salida por codificacion para formar las sefiales de modulacion para la transmisién al circuito de controlador
106, o directamente transmitiendo las sefales codificadas al circuito de controlador 106 sin modulacion; el circuito de
controlador 106, por activacion de una bobina de transmision de baja frecuencia 105, para generar el campo magnético
alternante de baja frecuencia 301; un circuito de transceptor de RF 103, recibiendo y transmitiendo las sefiales de RF a
través de la antena de RF 104. El médulo de transmision de baja frecuencia comprende la bobina de transmision de baja
frecuencia 105, el circuito de controlador 106, el circuito de modulacién 107 y el circuito de codificacién 108. La amplitud
del campo magnético de transmision del médulo se establece previamente y es ajustable. La bobina de transmisién de
baja frecuencia 105 comprende las bobinas que tienen mas vueltas y de una forma especial.

El dispositivo mévil de RF se compone de los mddulos siguientes: un segundo moédulo de procesamiento principal 201,
para el control del médulo de baja frecuencia y de RF y otro proceso de protocolo, asi como una comunicacion con el
terminal mévil; un moédulo de tarjeta SIM/TF/SD 202, actuando como un médulo de cuerpo de tarjeta SIM/TF/SD del
terminal mévil, la clase del médulo que es determinada especialmente por la clase de la tarjeta; un circuito de induccion
magnética de baja frecuencia 207, comprendiendo la bobina para placa de circuito impreso, las bobinas de alambres
esmaltados, el dispositivo Hall u otros elementos de circuito que pueden inducir la variacion del campo magnético, para
inducir las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia 301 y convertirlas en sefiales eléctricas; un circuito de
amplificacion de baja frecuencia 206, amplificando las sefales eléctricas detectadas por el circuito de induccion
magnética de baja frecuencia para obtener las sefiales magnéticas de voltaje de deteccion de baja frecuencia 303; un
circuito de decision de umbral y demodulacién 205, para decidir sobre las sefiales magnéticas de voltaje de deteccién de
baja frecuencia 303 segun el valor de umbral Vt predeterminado de manera que, si no alcanza el valor de umbral Vt, no
se realiza la demodulaciéon y si alcanza el valor de umbral Vt, se realiza la demodulacién, para que las sefales
demoduladas sean transmitidas al segundo procesador principal 201; el circuito de transceptor de RF 203, para realizar
la comunicacién bidireccional con el médulo de transceptor de RF del lector de tarjetas a través de la antena de RF 204.

El sistema considera la deteccidn y control de distancia sin calibracion segun el método de determinaciéon de umbral
predeterminado. Es decir, el lector de tarjetas 100 transmite las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia 301
segun los parametros de transmision predeterminados, y el dispositivo movil de RF 200 recibe las sefiales magnéticas
para convertirlas en las sefiales de voltaje de induccién magnética de baja frecuencia 303, después determina si el
terminal ingresa una region de distancia eficaz predeterminada mediante el umbral Vt predeterminado que es el mismo
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para todos los terminales de modo que sea innecesario hacer modificaciones respecto a diferentes terminales (a saber, la
denominada calibracion). La presente invencién obtiene la vinculacién unica entre el lector de tarjetas 100 y el dispositivo
movil de RF 200 por el método de combinacion de la comunicacién unidireccional de baja frecuencia y la comunicacion
bidireccional de RF, a saber, el lector de tarjetas 100 transmite su IDr de identificacién unica al dispositivo moévil de RF
200 usando el canal unidireccional de baja frecuencia, y la IDc de identificacion Unica de la tarjeta es afadida a la IDr
mediante el dispositivo moévil de RF 200 a través del canal bidireccional de RF, y después es transmitida de regreso al
lector de tarjetas 100. El lector de tarjetas compara la validez de la IDr retornada, de manera que se alcanza la
vinculacién unica entre el lector de tarjetas 100 y el dispositivo mévil de RF 200. Después de la vinculacion, puede
realizarse una comunicacion bidireccional de alta velocidad con un gran numero de datos a través del canal de RF.

En la realizacion, el cronograma de trabajo especial del sistema de comunicacién de campo cercano es como sigue:

i. En primer lugar, la seleccion de los parametros basicos para la operacién del sistema, que comprende el punto de
frecuencia de RF, el punto de baja frecuencia fO sin calibracion, los parametros de transmision del lector de tarjetas
y el umbral de voltaje del receptor Vt del dispositivo mévil de RF.

1. La seleccioén del punto de frecuencia de RF

El punto de frecuencia de la comunicacion de RF anterior utiliza generalmente la banda de frecuencia ISM 2,4 G de
2400~2483 MHz, para lograr una comunicacion de alta velocidad y un funcionamiento de penetraciéon excelente a los
terminales. Otros puntos de frecuencia también pueden utilizarse, por ejemplo 433 MHz, 900 MHz, 5 GHz, etc.

2. La seleccién del punto de baja frecuencia fO para el sistema sin calibracion

El punto de baja frecuencia fO del sistema sin calibracién puede determinarse por el método anterior. Para un terminal de
comunicacién movil GSM tipico, un punto de frecuencia fO es generalmente menor de 10 KHz, tipicamente 500 Hz, 1 KHz,
1,5 KHz, 2 KHz, 2,5 KHz, 3 KHz, 5 KHz, etc., para lograr el control de distancia dentro del rango de 0-10 cm.

3. La seleccién de los parametros de transmision del lector de tarjetas

Los parametros de transmision comprenden principalmente el modo de modulacion, el modo de codificacion y la amplitud
de intensidad de induccion magnética transmisora Br.

La figura 9 es un diagrama que muestra a la parte de transmision de baja frecuencia del lector de tarjetas; En referencia a
la figura 8, el circuito de transmision de baja frecuencia del lector de tarjetas comprende un circuito de controlador 106, un
circuito de modulacién 107 y un circuito de codificacion 108. Las sefiales de modulacion de baja frecuencia conducidas
por el circuito de controlador 106 son la salida hacia la bobina de transmision de baja frecuencia 105.

El circuito de modulacién 107 puede adoptar varios modos de modulacion:

1) El modo de modulacién de portadora: las sefiales de banda base generadas por el circuito de codificacion
108 modulan la portadora por medio del circuito de modulacion 107. La portadora puede ser ondas sinusoidales,
ondas cuadradas u ondas triangulares, etc. EIl modo de modulacién puede ser la modulacién digital de frecuencia
todo-nada OOK, la modulacién digital de fase, la modulacion digital de frecuencia FSK, etc. Las sefiales moduladas
se cargan a la bobina de transmisién de baja frecuencia 105 mediante el circuito de controlador 106;

2) La transmision directa de banda base sin una portadora: las sefiales de banda base generadas por el circuito
de codificacién 108 se cargan a la bobina de transmision de baja frecuencia 105 directamente mediante el circuito
de controlador 106;

3) Otros modos de modulacion: ya que el sistema de la presente invencién adopta el modo de decision de
umbral para realizar el control de distancia, el modo de modulacién no es adecuado para adoptar la modulacién de
amplitud. Todos los modos de modulacién que pueden mantener la amplitud del voltaje de deteccion en el
dispositivo movil de RF constante durante la transmision pueden utilizarse para el sistema de comunicacién de
campo cercano de la presente invencion;

Varios modos de codificacién pueden utilizarse en el circuito de codificacion 108:

1) Codificacion Manchester: el byte 1 se codifica para ser dos simbolos 01, y el byte 0 se codifica para ser 10.
2) Codificaciéon Manchester diferencial: hay dos clases de secuencias de simbolos de byte: 01y 10; el byte 1 se
codifica para ser diferente de la secuencia de simbolos anterior mientras que el byte 0 se codifica para ser el mismo

que la secuencia de simbolos anterior; o es posible que sean codificados de una manera opuesta a lo anterior.

3) Otros modos de codificacién: ya que el sistema de la presente invencién utiliza el modo de decision de
umbral para realizar el control de distancia, el valor promedio de las sefiales de modulacion de baja frecuencia debe
mantenerse estable. Las secuencias codificadas no pueden contener un componente de corriente continua. Los
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modos de codificacién en los cuales los componentes de corriente continua promedio después de la codificacion
son cero todos se aplican al sistema de comunicacién de campo cercano de la presente invencion.

Después de la determinacién del modo de modulacion y el modo de codificacién, la amplitud de intensidad de induccion
magnética transmisora Br del lector de tarjetas puede determinarse mediante el método anterior. El proceso para ajustar
la Br es, de hecho, un proceso de ajuste de las vueltas de la bobina, el diametro de la bobina, la forma de la bobina y
otros parametros.

4, La seleccién del umbral de voltaje del receptor Vt del dispositivo mévil de RF
El umbral de voltaje del receptor Vt puede determinarse mediante el método anterior.

La seleccion de los parametros anteriores se hace una sola vez. Una vez que se hace la seleccion, no hay necesidad de
cambiarla.
ii. En segundo término, se realiza el cronograma del sistema después de que se determinan los parametros de
operacion.

Paso A100: el proceso de medicion y control de distancia. El primer procesador principal 101 del lector de tarjetas 100
genera la trama de datos que contiene la IDr de cédigo de identificacion unico del lector de tarjetas, que se transmite al
circuito de codificacion 108 para activar la codificacion. Las sefiales codificadas son moduladas por el circuito de
modulacion 107 o transmitidas directamente al circuito de controlador 106 sin modulacion. El voltaje de modulacion es
transmitido por la bobina de transmision de baja frecuencia 105, y segun el formato de trama predeterminado, el modo
codificaciéon de modulaciéon y la capacidad de conduccién, la bobina de transmisiéon 105 transmite continua y
periodicamente las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia 301 con los parametros predeterminados en la Br
de intensidad preestablecida segun el formato de trama anterior. Cuando el terminal mévil se dispone alrededor del lector
de tarjetas, las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia 301 penetran el terminal hacia el dispositivo mévil de
RF interno 200. El circuito de induccién magnética de baja frecuencia 207 dispuesto en el dispositivo mévil de RF 200
detecta sefales magnéticas de baja frecuencia. Después de que las sefales magnéticas son convertidas en sefiales
eléctricas, las sefiales eléctricas son amplificadas por medio del circuito de amplificacion de baja frecuencia 206 de
generar un voltaje de deteccidon magnética de baja frecuencia 303. Cuando la amplitud del voltaje es menor que (o mayor
que) el valor de umbral de voltaje del receptor Vt predeterminado, no se permite pasar la tarjeta; cuando la amplitud del
voltaje es igual o mayor que (alternativamente, igual o menor que) el valor de umbral de voltaje del receptor Vt
predeterminado, significa que el terminal ingresa el rango de paso de tarjeta eficaz predeterminado para el lector de
tarjetas. El circuito de receptor de baja frecuencia inicia un proceso de decodificacién para obtener la IDr de cédigo de
identificacion Unico del lector de tarjetas. Por otra parte, las sefiales de voltaje convertidas por el campo magnético en el
dispositivo movil de RF tienen una relaciéon correspondiente respectivamente con la distancia entre el lector de tarjetas y
el dispositivo moévil de RF, determinandose la relaciéon por una curva de variacion de voltaje-distancia. Segun la relacion
correspondiente, la distancia entre el dispositivo moévil de RF y el lector de tarjetas puede determinarse por el voltaje, de
manera que la distancia entre el terminal movil y el lector de tarjetas puede determinarse indirectamente. El valor de
umbral Vt anterior es el mismo para todos los terminales, sin necesidad de hacer el ajuste para cada terminal, es decir,
sin necesidad de ser calibrados, de manera que el proceso anterior es un proceso de medicion y control de distancia sin
calibracion.

El formato de trama en el paso A100 puede ser definido como sigue:
La figura 10 es un diagrama de formato de trama de datos de baja frecuencia del lector de tarjetas. Como se muestra
en la figura 10, cada trama de las tramas de datos de baja frecuencia para el lector de tarjetas puede dividirse en el
dominio siguiente:

Cadigo sincrono: 8 bytes, generalmente FFH, para la sincronizacién de tramas;

Dominio de control: 8 bytes, para la recuperacién de datos de los datos de trama, por ejemplo, longitud, tipo de
datos, etc., bit reservado que es reservado para la extension;

IDr: N bytes, el codigo de identificacion unico del lector de tarjetas, designado por el dominio de control;
CRC: para la verificacion del dominio de control y la IDr, usando la verificacion CRC u otro modo.

El formato de trama anterior se describe como un ejemplo y no se concibe para limitar el formato de trama usado
por la presente invencion en la practica. En principio, la presente invencion puede utilizar cualquier formato de
trama que pueda identificar un lector de tarjetas de manera unica. El cddigo de identificaciéon unico puede utilizar
un numero aleatorio con suficiente longitud. También, un cddigo de identificaciéon Unico puede distribuirse por
todos los lectores de tarjetas manualmente, y otro codigo de identificacion generado de otra manera también
puede utilizarse.

Paso A200: el proceso del dispositivo mévil de RF que tiene acceso al lector de tarjetas: el proceso del dispositivo movil

de RF que tiene acceso al lector de tarjetas comprende principalmente el proceso de la vinculacion unica entre el lector
de tarjetas 100 y el dispositivo moévil de RF 200, y de hecho, indica el proceso de la vinculacién unica entre el lector de
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tarjetas y el terminal movil proporcionado con el dispositivo mévil de RF. Después de que la IDr de coédigo de
identificacion unico del lector de tarjetas sea decodificada por el circuito de receptor de baja frecuencia del dispositivo
movil de RF 200, el cédigo de identificacion se transmite al primer procesador principal 201 del dispositivo mévil de RF. El
primer procesador principal transmite la IDc del cdigo de identificacién unico del propio dispositivo moévil de RF asi como
la IDr recibida al lector de tarjetas 100 mediante el circuito de transceptor 203 y la antena de RF 204 del dispositivo movil
de RF. Después de que la antena de RF y el transceptor de RF 104 en el lector de tarjetas reciben el cédigo de retorno
(IDr, 1Dc) del dispositivo moévil de RF, el cddigo de retorno se transmite al primer procesador principal 101 que se
procesara. El primer procesador principal 101 confirma que la IDr es retornada al lector de tarjetas por el dispositivo movil
de RF con la IDc del coédigo de identificacion, que es el terminal de comunicacion Unica de la presente transaccion. Ya
que la codificacion de la IDr garantiza que los codigos de identificacion de otros lectores de tarjetas situados alrededor del
lector de tarjetas son diferentes en ese momento, la tarjeta con la IDc del codigo de identificacion garantiza establecer la
Unica comunicacion con el lector de tarjetas que contiene la IDr del cédigo de identificacion. Asi, se considera la
vinculacién unica entre el dispositivo moévil de RF y el lector de tarjetas, de modo que el dispositivo mévil de RF y el lector
de tarjetas pueden identificarse entre si por medio de la direccion combinada (IDr, IDc). Después de la vinculacion, el
proceso de comunicacion utiliza el canal de RF para realizar la interaccion sin errores. Después de que el dispositivo
movil de RF tenga acceso con éxito al lector de tarjetas, se implementa el proceso de control de distancia, y el proceso de
transaccién subsiguiente puede realizarse a través del canal de RF.

La IDc del cadigo de identificacion unico del dispositivo movil de RF en el paso A200 es el codigo de identificacion unico
guardado previamente en la memoria permanente (NVM) del dispositivo moévil de RF, o es un nimero aleatorio con una
longitud suficiente que es generado en el dispositivo movil de RF.

Paso A300: el proceso de transaccion. Un enlace de comunicaciones unico y fiable se establece entre el lector de tarjetas
100 y el dispositivo mévil de RF 200 por medio del canal de RF. En base al enlace, el lector de tarjetas y el dispositivo
movil de RF pueden considerar la identificacién de identidad requerida por una transaccion u otro proceso requerido por
otra transaccion. Todos estos procesos pueden realizarse por el canal rapido de RF hasta que termine la transaccion. Ya
que la implementacién de los procesos anteriores A100-A200 garantizan el acceso al dispositivo mévil de RF 200 en los
rangos de distancia predeterminados, el proceso de transaccion completo es un proceso realizado solamente dentro de
un rango definido. El proceso de transaccion es un programa de proceso desarrollado para una maquina POS, y la
presente invencion no da mas detalles.

El circuito de deteccion de baja frecuencia de sefial 207 del dispositivo mévil de RF 200 comprende generalmente
bobinas para placa de circuito impreso, bobinas hechas de cables esmaltados o dispositivos Hall. El circuito de deteccién
no se limita a estos elementos. En principio, cualquier sensor que pueda convertir una variacion de campo magnético en
sefales eléctricas puede utilizarse para el médulo siempre que el sensor pueda colocarse en la tarjeta.

El sistema de la presente invencidon puede realizar la deteccion y control de distancia usando un campo magnético
alternante de baja frecuencia, y considerar la comunicacion unidireccional entre el lector de tarjetas y el dispositivo movil
de RF. Ademas, la vinculaciéon para el terminal puede considerarse de manera fiable por medio del canal de RF
conjuntamente con el modo de comunicacién de baja frecuencia. Mientras tanto, una comunicacion de datos de alta
velocidad entre el lector de tarjetas y el dispositivo mévil de RF puede obtenerse mediante el canal de RF. Tiene las
caracteristicas siguientes: 1. no es necesario transformar el terminal moévil, y solamente la tarjeta SIM/tarjeta TF/tarjeta
SD en el interior del terminal debe ser sustituida para considerar de manera fiable la comunicacién bidireccional; 2. el
lector de tarjetas transmite la sefial magnética alternante de baja frecuencia, y el dispositivo movil de RF solamente debe
recibir las sefiales magnéticas; ya que es una comunicacion unidireccional sin necesidad de proporcionar energia a
través del campo magnético por parte del lector de tarjetas, la bobina del receptor y otro circuito del receptor pueden
minimizarse, de manera que el dispositivo movil de RF puede proporcionarse en la tarjeta SIM/tarjeta TF/tarjeta SD; 3. ya
que las sefiales recibidas son débiles, debe proporcionarse un circuito de amplificacion en el dispositivo mévil de RF.
Ademas, el circuito de transceptor de RF también se proporciona en el dispositivo movil de RF para considerar la
comunicacion bidireccional con el circuito de transceptor de RF proporcionado en el lector de tarjetas. Como se declard
anteriormente, la antena del circuito de RF es tan pequefia como para ser integrada facilmente a la tarjeta SIM/tarjeta
TF/SD.

El punto de frecuencia fO puede seleccionarse segun el método de la presente invencion. Si el sistema funciona a una
frecuencia menor que f0, no hay necesidad de realizar la calibracion. Como extension, no es absolutamente imposible
para el sistema funcionar incluso si trabaja a una frecuencia mayor que f0. Un efecto posible es que disminuye el
funcionamiento del sistema y desciende el grado de exactitud para el control de distancia, mientras tanto puede
requerirse ademas una calibracién simple. Estas aplicaciones no estan esencialmente en contradiccion con los principios
de la invencion, solamente como una aplicacion ampliada con capacidades cambiadas.

El sistema de comunicacién de campo cercano de la presente invencion considera la distancia de comunicacién de datos
(también designada distancia de transaccién) entre el terminal de comunicacion de RF incluyendo el dispositivo movil de
RF (por ejemplo, el teléfono mévil proporcionado con la tarjeta SIM de RF) y el lector de tarjetas que se controlara de
manera fiable dentro de un rango especificado sin necesidad de calibrar el terminal.

Segun el sistema y el método de la presente invencion, el punto de frecuencia mas alta f0 puede seleccionarse
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correctamente para el sistema sin calibraciéon. Si un campo magnético alternante de baja frecuencia en la frecuencia
menor que fO se utiliza para la medicion y control de distancia, la influencia de la diferencia entre las estructuras de los
terminales moviles puede reducirse dentro del rango de fluctuacidon requerido para el valor objetivo del control de
distancia, de modo que puede considerarse el control de distancia sin calibracién. La figura 11 es una curva de
voltaje-distancia detectada en la condicién en que una fuente de sefiales transmite un campo magnético constante de
1 KHz por medio de una bobina de transmision de baja frecuencia cuando el circuito de receptor de la bobina se coloca
en diversos terminales moviles. Como se muestra en la figura 11, muestra un ejemplo de las curvas de voltaje-distancia
para varios terminales tipicos del sistema a la frecuencia de 1 KHz, en la cual el valor de intensidad de sefial es un valor
obtenido después de que el voltaje de induccion para la antena de receptor se amplifique lo necesario. Ya que el factor de
amplificacidon se mantiene constante, solamente se debe prestar atencion a la variacién relativa del valor de la intensidad
con la distancia. Puede observarse en la figura 11 que, la diferencia entre la intensidad de campo para diversos
terminales es menor de 5 dB, mientras que el rango de variacién entre la intensidad de campo para los diversos
terminales en un rango de distancia de I-10 cm es de hasta 40 dB. Ignorando la fluctuacion de la intensidad de campo del
campo de transmision del lector de tarjetas y los errores del circuito de deteccién del dispositivo mévil de RF, el
dispositivo mévil de RF utiliza el mismo valor de umbral Vt para determinar si los diversos terminales estan ubicados
dentro del alcance de distancia de interés, y para diversos terminales, la diferencia de errores de control de distancia esta
en un rango de alrededor de 1 cm, de manera que satisfaciéndose completamente el requisito para el control de distancia
sin calibracion.

Las realizaciones mencionadas antes son solamente formas de realizacion preferidas de la presente invencion, y no

pueden utilizarse para limitar la invencion. Cualquier modificacion, reemplazo equivalente, mejora, etc., que se haga
dentro del alcance de la presente invencién debe caer dentro del alcance de proteccion de la presente invencion.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de comunicacién de campo cercano, para un sistema de comunicacion de campo cercano que comprende
por lo menos un lector de tarjetas (100) y por lo menos un terminal movil (501) equipado con un dispositivo de RF (200),
caracterizado por el método que comprende los pasos siguientes:

paso a, el lector de tarjetas (100) transmite sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) segun
parametros de transmision predeterminados, en el que las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia
(301) llevan informacién de identificacion del lector de tarjetas (100), en el que los parametros de transmision
comprenden una frecuencia para la sefial magnética alternante de baja frecuencia (301) que es igual o menor que
la frecuencia de trabajo mas alta fO del sistema, a la cual el sistema no necesita calibrarse;

paso b, el dispositivo de RF (200) recibe y detecta las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) en
cada punto de distancia y las amplifica a sefiales de voltaje con amplitudes constantes y correspondientes a las
distancias, y asi determina si el terminal (501) equipado con el dispositivo de RF (200) ingresa un rango de
distancia eficaz predeterminado usando un umbral del voltaje Vt predeterminado, en el que el umbral de voltaje Vt
es el mismo para todos los terminales (501) equipados con el dispositivo de RF (200);

paso c, si el voltaje correspondiente a las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) recibidas es
igual o mayor que el umbral de voltaje Vt predeterminado, el terminal (501) equipado del dispositivo de RF (200)
ingresa el rango eficaz predeterminado para pasar la tarjeta, entonces el dispositivo de RF (200) adquiere la
informacién de identificacion del lector de tarjetas (100) de las sefiales magnéticas de baja frecuencia recibidas, y
la transmite junto con la informacién de identificacion propia al lector de tarjetas (100) por un canal de RF;

el paso d, el lector de tarjetas (100) recibe una informacion transmitida a través del canal de RF por el dispositivo
de RF (200), compara si la informacion de identificacion del lector de tarjetas (100) en la informacion anterior es
coherente con la informacion de identificacion propia; si es asi, la informacién de identificacion propia se combina
con la informacion de identificacion del dispositivo de RF (200) para actuar como una direccion combinada, por
tanto realizandose la transaccion por paso de tarjeta con el dispositivo de RF (200) a través del canal de RF.

2. El método de comunicaciéon de campo cercano segun la Reivindicacion 1, caracterizado porque en dicho paso a, la
frecuencia mas alta fO para la operacion del sistema sin calibracion es determinada por los pasos siguientes:

paso a1, la determinacion de los valores objetivo del control a distancia (Din, Dv) para el sistema, en el que Din
indica que todos los terminales (501) equipados con el dispositivo de RF (200) pasan la transaccion con seguridad
en el rango de 0 ~ Din, Dv indica un rango de fluctuacién de distancia, de manera que la tarjeta puede pasarse en
el rango de Din ~ (Din+ Dv), y no es posible que pase mas alla del rango Din + Dy;

paso a2, la determinacién de un rango de fluctuacién dr del voltaje o intensidad de sefial detectados (dBmV) para
el dispositivo de RF provocados por el lector de tarjetas (100);

paso a3, la determinacion de un rango de fluctuacion 8¢ del voltaje detectado causado por el propio dispositivo de
RF (200);

paso a4, la detecciéon de la curva de voltaje-distancia para diversos terminales (501) y obstaculos tipicos a la
frecuencia de f;

paso a5, la determinacién del rango de fluctuacion &4 del voltaje o intensidad de sefial detectados (dBmV) para el
dispositivo de RF (200) segun el valor objetivo de control a distancia (Din, Dv), en el que da es igual a una
diferencia de voltaje entre el voltaje correspondiente al punto Din y el voltaje correspondiente al punto (Din + Dv)
en la curva de voltaje-distancia con un gradiente de curva de atenuacion de intensidad de campo promedio
obtenido de las respectivas curvas de voltaje-distancia para terminales y obstaculos tipicos;

paso a6, la determinacion de un rango de fluctuacion &1 del voltaje o intensidad de sefial detectados (dBmV) para
el dispositivo de RF (200) provocado por el terminal, en el que &t indica el rango de fluctuacion del voltaje o
intensidad de sefial detectados (dBmV) para el dispositivo de RF (200) provocado por la caracteristica de
atenuacion del terminal, &t =0a -Or -Oc¢;

el paso a7, la obtencion de la diferencia de intensidad de campo mas grande & entre diversos terminales y
obstaculos tipicos en diferentes puntos de distancia dentro del rango de control de distancia; Si & es mayor que &7,
se disminuye la frecuencia f y se regresa al paso a4; si & es menor que &7, se aumenta la frecuencia f y el método
regresa al paso a4; y si 0 es igual a 87, la frecuencia de deteccion actual f es igual a la frecuencia de trabajo mas
alta fO del sistema sin calibracion.

3. El método de comunicacion de campo cercano segun la Reivindicacion 2, caracterizado porque en dicho paso a, los
parametros de transmision comprenden un modo de modulacién, un modo de codificacién y una amplitud de intensidad
de inducciéon magnética transmisora Br, en el que el modo de modulacion, el modo de codificacién y la amplitud de
intensidad de induccién magnética transmisora Br son determinados mediante los pasos siguientes: la seleccion de
cualquiera de un modo de codificacion o un modo de modulacién de portadora de amplitud invariable; la seleccién de un
modo sin modulaciéon o un modo de modulaciéon de portadora de amplitud invariable; después de seleccionar una
frecuencia de trabajo menor que fO, un modo de modulacién y un modo de codificacién, en primer lugar con la seleccién
de un terminal de ruido tipico y los parametros de ganancia para la detecciéon y la amplificacion magnéticas en el
dispositivo de RF (200) que se reconozcan facilmente, la deteccion de una amplitud de voltaje de ruido intrinseco Vn para
el voltaje o intensidad de sefial detectados (dBmV) en el dispositivo de RF (200) en la condicién de las sefiales
magnéticas de baja frecuencia que no son transmitidas por el lector de tarjetas (100), después de la mediciéon de un
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voltaje o intensidad de sefial detectados (dBmV) Vr del dispositivo de RF (200) cuando el lector de tarjetas (100)
transmite las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) usando el modo de modulacién y codificacion
seleccionado, y la seleccion de una amplitud de intensidad de induccion magnética transmisora Br para encontrar
Vr/Vn>SNR, en la cual SNR es una relacién de sefal a ruido del dispositivo de RF (200).

4. El método de comunicacién de campo cercano segun la Reivindicacion 3, caracterizado porque en dicho paso b, el
umbral de voltaje Vt predeterminado es determinado por los pasos siguientes:

paso b1, en los parametros de transmision seleccionados, la medicion de una curva de voltaje-distancia para los
diversos terminales y obstaculos tipicos, en el que el parametro de transmisién comprende la frecuencia de las
sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301), el modo de modulacién, el modo de codificacion y la
amplitud de intensidad de induccién magnética transmisora Br;

paso b2, la obtencion de una curva de voltaje-distancia de referencia, en el que la curva de voltaje-distancia de
referencia es el valor promedio obtenido de las curvas de voltaje-distancia para los terminales y obstaculos tipicos,
que tiene la misma diferencia de amplitud de voltaje &1/2 del limite superior y el limite inferior de las curvas de
terminal tipico;

paso b3, la selecciéon de un umbral de voltaje o intensidad de sefial detectados (dBmV) Vt para el dispositivo de
RF (200), el voltaje correspondiente al punto (Din+Dv/2) que es Vt en la curva de voltaje-distancia de referencia.

5. El método de comunicacién de campo cercano segun la Reivindicacion 3, caracterizado porque la frecuencia de las
sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) se fija en una banda de extrabaja frecuencia, una banda de muy
baja frecuencia o una banda de baja frecuencia, en el que la banda de extrabaja frecuencia esta en un rango de
frecuencia de 300 Hz~3000 Hz, la banda de muy baja frecuencia esta en un rango de frecuencia de 3 KHz~30 KHz, y la
banda de baja frecuencia esta en un rango de frecuencia de 30 KHz~300 KHz.

6. El método de comunicacién de campo cercano segun la Reivindicacion 5, caracterizado porque la frecuencia de las
sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) es 300 Hz~50 KHz, particularmente en el que la frecuencia de
las sefales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) es 500 Hz, 1 KHz, 1,5 KHz, 2 KHz, 2,5 KHz, 3 KHz, 4 KHz,
5 KHz, 10 KHz, 20 KHz o0 30 KHz.

7. El método de comunicacion de campo cercano segun la Reivindicaciéon 3, caracterizado porque el modo de
codificacién es un codigo Manchester, cédigo Manchester diferencial, o cédigo con retorno a cero; y el modo de
modulacién es modulacién todo-nada, modulacion digital de fase o modulacion digital de frecuencia.

8. Un sistema de comunicacion de campo cercano, caracterizado porque el sistema comprende por Io menos un lector de
tarjetas (100) y por lo menos un terminal movil (501) equipado de un dispositivo de RF (200), en el que: el lector de
tarjetas (100) se utiliza para transmitir sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) segun los parametros de
transmisién predeterminados, las sefales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) que llevan una informacion de
identificacion del lector de tarjetas (100), en el cual los parametros de transmisién comprenden la frecuencia de las
sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) que es la misma o menor que la frecuencia de trabajo mas alta
del sistema a la cual el sistema no necesita calibrarse; el lector de tarjetas (100) también se utiliza para recibir
informacioén de identificacion transmitida por el canal de RF mediante el dispositivo de RF (200), y para comparar si la
informacion de identificacion del lector de tarjetas (100) en la informacién anterior es coherente con su propia informacion
de identificacion; si es asi, su propia informaciéon de identificacion se combina con la informacion de identificacion del
dispositivo de RF (200) para actuar como una direccién combinada, por tanto realizandose la transaccién por paso de
tarjeta con el dispositivo de RF (200) a través del canal de RF;

el dispositivo de RF (200) se utiliza para recibir y detectar las sefiales magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) en
cada punto de distancia y la amplifica a sefiales de voltaje con amplitudes constantes y correspondientes a las distancias,
asi determinando si el terminal equipado con el dispositivo de RF (200) ingresa un rango de distancia eficaz
predeterminado usando un umbral del voltaje Vt predeterminado, en el que el umbral de voltaje Vt es el mismo para todos
los terminales equipados con el dispositivo de RF (200); si las sefiales de voltaje correspondientes a las sefales
magnéticas alternantes de baja frecuencia (301) recibidas son iguales o mayores que el umbral de voltaje Vt
predeterminado, el dispositivo de RF (200) se utiliza para adquirir la informacion de identificacion del lector de tarjetas
(100) de las sefiales magnéticas de baja frecuencia recibidas, y transmitirla junto con su propia informacién de
identificacion al lector de tarjetas (100) por el canal de RF; el dispositivo de RF (200) se utiliza ademas para realizar la
transaccién por paso de tarjeta con el lector de tarjetas (100) a través del canal de RF.

9. El sistema de comunicacion de campo cercano segun la Reivindicacién 8, caracterizado porque el lector de tarjetas
(100) comprende por lo menos una bobina de transmision de baja frecuencia (504, 105), por lo menos un circuito de
controlador (106), un circuito de codificacion (108), por lo menos un primer procesador principal (101), por lo menos un
circuito de transceptor de RF (103) y por lo menos una antena de RF (104), en el que la bobina de transmisién de baja
frecuencia (504, 105), el circuito de controlador (106), el circuito de codificacion (108), el primer procesador principal
(101), el circuito de transceptor de RF (103), la antena de RF (104) estan conectados en serie; el dispositivo de RF (200)
comprende por lo menos un circuito de induccidon magnética de baja frecuencia (207), por lo menos un circuito de
amplificacion de baja frecuencia (206), por lo menos un circuito de decision de umbral y demodulacién (205), por lo
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menos un segundo procesador principal (201), un circuito de transceptor de RF (203) y por lo menos una antena de RF
(204), en el que el circuito de induccion magnética de baja frecuencia (207), el circuito de amplificacion de baja frecuencia
(206), el circuito de decision de umbral y demodulacion (205), el segundo procesador principal (201), el circuito de
transceptor de RF (203) y la antena de RF (204) estan conectados en serie.

10. El sistema de comunicacion de campo cercano segun la Reivindicacién 9, caracterizado porque un circuito de
modulacién (107) se proporciona entre el circuito de controlador (106) y el circuito de codificacion (108) del lector de
tarjetas (100).

11. El sistema de comunicacién de campo cercano segun la Reivindicacién 9 o la Reivindicaciéon 10, caracterizado
porque las bobinas de transmision de baja frecuencia (504, 105) son bobinas formadas de cables esmaltados o bobinas
para placas de circuito impreso, particularmente en el que las vueltas de las bobinas de transmisiéon de baja frecuencia
(504, 105) son mas de 10 vueltas, preferentemente en el que las vueltas de las bobinas de transmisién de baja frecuencia
(504, 105) son 50-500 vueltas, y/o en el que las bobinas de transmisién de baja frecuencia (504, 105) se rellenan de
nucleos magnéticos de ferrita o nucleos de hierro.

12. El sistema de comunicaciéon de campo cercano segun la Reivindicacion 11, caracterizado porque un éarea encerrada
por las bobinas de transmision de baja frecuencia (504, 105) tiene una anchura en la seccidon mas ancha que es mayor
que la anchura de la seccion del dispositivo de RF.

13. El sistema de comunicacion de campo cercano segun la Reivindicacion 11, caracterizado porque la seccion del area
encerrada por las bobinas de transmision de baja frecuencia (504, 105) comprende por lo menos una region circular con
un diametro de 3 cm o una region cuadrada de 3 cm*3 cm.

14. El sistema de comunicaciéon de campo cercano segun la Reivindicacion 8, caracterizado porque el dispositivo de RF
(200) se dispone en el dispositivo de RF, o en que el dispositivo de RF (200) esta dispuesto en una tarjeta SIM, una
tarjeta UIM, una tarjeta USIM, una tarjeta TF o una tarjeta SD del dispositivo de RF.

15. El sistema de comunicacion de campo cercano segun la Reivindicacion 8, caracterizado porque la informacién de
identificacion es codigos de identificacion.
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Figura 2
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Figura 3
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Figura 4
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Figura 6
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Figura 7
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Figura 9
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Figura 11
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